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[はじめに] GaN系 FETはGaNの優れた物性値から次世代の低損失パワースイッチング素子として期待

されている。パワー用途でのスイッチングデバイス実現にはノーマリオフ型が望まれており、

AlGaN/GaN系横型デバイスではノーマリオフ化の一つの手法としてリセスゲートMOSチャネルや、

近年は自立基板の普及に伴い縦型 MOSFETの開発も加速している。これらの FETデバイスにおい

て GaN MOS界面の制御は、FETの特性を左右する重要な要素技術であり、特に界面電荷の温度特

性は FET の閾値電圧の温度特性に影響する。そこで、本研究では n-GaN 上に作製した MOS キャ

パシタの界面電荷の温度特性について、絶縁膜種/成膜方法を変えて比較し、界面電荷応答の起源

について調べた。 

[実験方法] サファイア上に成長した c面 n-GaNエピに、TEOSを用いた Plasma CVD法で SiO2 65 nm

を成膜したウェハ、TMAと H2Oを原料とする熱 ALD法により Al2O3 50 nmを成膜したウェハ、お

よび 3DMASを用いた Plasma ALD法により SiO2 54 nmを成膜したウェハとで、MOSキャパシタを

作製し C-V特性の温度依存性を評価した。 

[結果] 図１(a) ~ (c)に、絶縁膜種/成膜方法の異なる３つのサンプルで得られた C-V特性の温度変化を示

す。いずれのサンプルにおいても、C-V曲線は温度が上がるにつれて正の電圧方向へシフトする振

る舞いを示した。温度による C-V曲線のシフトをフラットバンド電圧（Vfb）のシフト量で規定し、

フラットバンド状態における界面電

荷の変化量として抽出した結果を図

１(d)に示す。酸化膜条件に寄らず界

面電荷の温度依存性はほぼ合致し、い

ずれも負の方向への界面電荷変化を

生じた。温度変化によるバルクポテン

シャルの変化と、それに伴う界面準位

トラップ放出（負電荷の減少）とは逆

の応答であり、絶縁膜にもよらないこ

とから、界面準位電荷や酸化膜固定電

荷の変化ではなく、GaNの極性面であ

る c 面の分極電荷の温度変化に起因

すると考えられる。また、この結果か

らは、+c面上に形成したMOSFETで

は閾値電圧が温度に対し増加すると

予想される。 

図１．作製した MOS キャパシタの温度特性。

(a) Plasma CVD-SiO2サンプル、(b) ALD-Al2O3

サンプル、(c) ALD-SiO2サンプル、および(d) Vfb

変化から抽出した界面電荷の温度依存性。 
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